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Abstract (en)
[origin: WO8607173A1] A fast full adder cell, for use in multiplier arrays. The cell uses simple 2-input gates (16, 18, 22, 24) and a pair of multiplexers
(11, 21) made from pass transistors (12, 14, 26, 28). The 2-input gates (16, 18, 22, 24) may also be made from pass transistors and, in the case
of AND and OR gates, a single additional field-effect transistor. In a first embodiment, the cell employs a one-bit-wide multiplexer (11) for selecting
as the sum output either the output of a 2-input exclusive-OR gate (16) or the output of a 2-input exclusive-NOR gate (18). A second one-bit-
wide multiplexer (21) selects as the cell's carry output either the output of a 2-input OR gate (24) or the output of a 2-input AND gate (22). In a
second embodiment, the 2-input exclusive-OR and exclusive-NOR gates also are formed from either one or two single-bit multiplexers (Figs. 3
and 4, respectively), while the AND and OR gates are formed from pass transistors (36, 42) with a pull-up or pull-down transistor (38, 44) on their
outputs, as appropriates. Both the P-type device and the N-type device of each pass transistor are formed with the same minimum possible with; to
compensate for unequal propagation of 1's and 0's, an inverter follows each pair of pass transistors and the P-type and N-type devices of the inverter
are of approximately the same size.

Abstract (fr)
Une cellule d'additionneur complet rapide pour ensembles de multiplicateurs comprend des portes simples à 2 entrées (16, 18, 22, 24) et une paire
de multiplexeurs (11, 21) formés de transistors de transfert (12, 14, 26, 28). Les portes à deux entrées (16, 18, 22, 24) peuvent elles aussi être
formées de transistors de transfert et, dans le cas de portes ET et OU, d'un seul transistor additionnel à effet de champ. Dans un premier mode de
réalisation, la cellule utilise un multiplexeur bit par bit (11) pour sélectionner en tant que sortie d'addition soit la sortie d'une porte OU exclusive (16)
à deux entrées soit la sortie d'une porte NI exclusive (18) à deux entrées. Un deuxième multiplexeur bit par bit (21) sélectionne en tant que sortie
de report de la cellule soit la sortie d'une porte OU (24) à deux entrées ou la sortie d'une porte ET (22) à deux entrées. Dans un deuxième mode
de réalisation, les portes OU exclusive et NI exclusive sont elles aussi formées d'un ou deux multiplexeurs bit par bit (Fig. 3 et 4, respectivement),
alors que les portes ET et OU sont formées de transistors de transfert (36, 42) ayant à leur sortie un transistor survolteur ou dévolteur (38, 44),
selon le cas. Le dispositif de type P et le dispositif de type N de chaque transistor de transfert ont la moindre largeur possible. Pour compenser la
propagation inégale des 1 et des 0, un inverseur suit chaque paire de transistors de transfert, les dispositifs de type P et de type N de l'inverseur
étant à peu près de la même longueur.
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